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ABSTRACT: 

CHG DATE=20001 116 STATUS=0>Whilst introducing the reaction gas or reaction 
gas mixture at least a number of regions (85) of the chamber walls (80) and/or 
the gas dispersing device (40) are rinsed with a rinsing gas above the surface 
(50) of the substrate (20) so that deposition of reaction gases or their 
subsequent products is reduced. An Independent claim is also included for a 
CVD reactor comprising a number of rinsing gas nozzles (75) to introduce 
rinsing gas into the process chamber in the region of the chamber walls, the 
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nozzles being directed so that a number of regions of the chamber walls and/or 
the gas dispersing device lie beneath the introduction of rinsing gas. 
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(5) Verfahren zur Verminderung von Ablagerungen in einem CVD-Reaktor sowie ein zur Durchfuhrung eines 
solchen Verfahrens geeigneter CVD-Reaktor 

® Es wird ein Verfahren zur Verminderung von Ablage- 
rungen in einem CVD-Reaktor vorgeschlagen, der eine 
ProzeBkammer 10 mit Kammerwanden 80, eine Gasdi- 
spersionseinrichtung 40 sowie einen Trager 25 zum Hal- 
ten eines Substrats 20 umfaBt. Wahrend des Einleitens 
von Reaktionsgasen mit Hilfe der Gasdispersionseinrich- 
tung 40 werden die Kammerwande 80 oder die Gasdi- 
spersionseinrichtung 40 mit einem Spulgas gespiilt. Da- 
durch werden die Reaktionsgase oder deren Folgepro- 
dukte von den Kammerwanden 80 und der Gasdispersi- 
onseinrichtung 40 femgehalten, so daS sich dort keine 
ProzeBruckslande anlagern konnen. 



55 GO 

GS 
SD 



to 

J 



^9 



i 



If 



20 



100 



vzzzzzzzzzzzzzqzzm 



CM 
00 



5 



in 

CO 
0> 



BUNDESDRUCKEREI 03.00 002 019/586/1 



14 



1 

Beschreibung 



DE 198 51 824 A 1 



Die Erfindung Liegt auf dem Gebiet der Halbleitertechno- 
logie und belrifft cin Verfahren zur Verminderung von Abla- 
gerungen in einem CVD-Reaklor mil ciner ProzeBkammer, 
die Kammerwande, eine Gasmspersionseinrichtung zum 
Einleiten eines Reaktionsgases oder eines Reakuonsgasge- 
mischcs in die ProzeBkammer und einen IVager zum Haltcn 
eines zu prozessierenden Substrats aufweisL 

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen werden 
zum Aufbringen von diinnen und konformen Schichten auf 
Halbleiterstrukturen CVTX- Verfahren (chemical vapor depo- 
sition) eingesetzt Diese Verfahren weisen eine Reihe von 
Vorteilen gegeniiber anderen Abscheideverfahren auf. Mit 
CVD- Verfahren hergcstellte Schichten weisen unter ande- 
rem eine gute Kantenbedeckung auf. AuBerdem sind derar- 
tige Schichten relativ dicht, d. h. sie werden ohne Hohl- 
raume und mit nur wenigen Fehlstcllen ausgebildet. ProzeB- 
technisch gunstig sind die schnelle Prozessierung, die gute 
Stochiomelriekontrolie sowie ein Low-cost-of-ownership 
vieler CVD- Verfahren. Daher werden derartige CVD- Ver- 
fahren unter anderem zur Herstellung von Halbleiterbaustei- 
nen eingesetzt, insbesondere zur Abscheidung relativ diin- 
ner Kondensatordielektrika. 

Ein CVD-Reaktor mit den cingangs genannten Mcrkma- 
len ist beispielsweise in der US 5,624,499 offenbart Der 
dortige CVD-Reaktor umfafit eine ProzeBkammer, in der im 
obcrcn Bereich ein sogenannter Sbowcrhcad angcordnct isL 
Dieser dient zum gleichmaBigen Verteilen von Reaktionsga- 
sen innerhalb der ProzeBkammer. Gegeniiber dem Shower- 
head im unteren Bereich der ProzeBkammer ist ein Substrat- 
trager vorgesehen. Auf diesem wird ein zu prozessierendes 
Halbleitersubstrat (Wafer) aufgelegt und mittels einer im 
Substrattrager vorgesehenen Vacuumansaugung fix iert. 
Weitcrhin sind im Substrattrager Spulkanale vorgesehen, 
durch die Spiilgas bis zum Rand des Substrats gefuhrt wird. 
Diese MaBnahme dient dazu, Reaktionsgase von den Ran- 
dem sowie von der Riickscitc des Substrats zu entfernen. 
Gleichzeiug wird durch die Spulgase das Ansaugen von Re- 
aktionsgasen durch die Vacuumansaugung unterbunden, so 
daB sich in dieser keine Reaktionsgase niederschlagen kon- 
nen. Obwohl sich am Rand des Substrats eine Spulgaswalze 
als Schutzwall urn das Substrat herum aufbaut, wird eine 
Verunreimgung des Substrats durch von den Kammerwan- 
den abfallendc Parti kcl nicht in ausrcichcndcm Mafic untcr- 
driickt. Derartige Partikel sind beispielsweise Folge von Re- 
aktionsgasablagerungen an den Kammerwanden. Sofern 
diese nicht in ausrcichcndcm Mafic entfemt bzw. dcrcn Bil- 
dung unterdriickt wird, kann es zu Partikeleinbruchen in 
dem CVD-Reaktor kommen, in deren Folge das Substrat 
verunreinigt wird. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren sowie 
eine Vorrichtung anzugeben, mit deren Hilfe eine Verunrei- 
nigung des zu prozessierenden Subslrals in ausreichendem 
Mafie verhindert wird. 

Der erste Teil dieser Aufgabe wird durch ein Verfahren 
der eingangs genannten Art erfindungsgemaB dadurch ge- 
lost, daB zumindest wahrend des Einleitens des Reaktions- 
gases oder des Reaktionsgasgemisches wenigstens einige 
der Bereiche der Kammerwande und/oder der Gasdispersi- 
onscinrichtung mit cincm Spiilgas gcspult werden, die sich 
oberhalb der zu prozessierenden Oberflache des Substrats 
befinden, so daB in diesen Bereichen eine Abscheidung von 
Reaktionsgasen oder deren l olgeprodukten vennindert 
wird. 

Ziel des erfindungsgemaBen Verfahrens ist zumindest die 
Vermindening, hcvnrzugt die Verhindcrung, von Rcaktions- 
gasriickslaiMl«n an den KumnierwaiKlen b/.w. an der Gasdi- 



spersionseinrichmng. Dies wird durch eine verteilte Zufuhr 
von Spuigas auf die betrefTcnden Oberflachen errcicht Da 
verbrauchle Reaktionsgase in der Regel im unteren Bereich 
der ProzeBkammer abgesaugt werden, ist insbesondere ein 
5 Spulen der Kammerwande im oberen Bereich der ProzeB- 
kammer empfehlenswerL Dadurch konnen sich doit keine 
ProzeBriickstande, d. h. Reaktionsgase oder deren Folgepro- 
dukte, anlagcm und zu einer Partikelbildung beitragen. Die 
gespulten Bereiche sollten sich daher gunstigerweise ober- 
10 halb der zu prozessierenden Oberflache des Substrats befin- 
den, d. h. von diesen Bereichen aus ist die Oberflache des 
Substrats sichtbar. Dazu zahlen auch verdeckte Bereiche, 
beispielsweise Kammerwandbereiche hinter der Gasdisper- 
sionseinrichtung, so daB prinzipiell alle oberhalb der zii pro- 
15 zessicrenden Substralobcrflache licgenden Bereiche dem 
Spulen zuganglich sind. Das Spiilen der Kammerwande im 
unteren Bereich der ProzeBkammer, d. h. unterhalb des zu 
prozessierenden Substrats, ist ebenfalls empfehlcnswcrt, da 
auch von dort durch Luftverwirbelungen Partikel auf die 
20 Oberflache des Substrats geworfen werden konnen. 

Empfehlenswert ist weiterhin, die Kammerwande in Ab- 
hangigkeit vora Belastungsgrad mil Ablagerungen zu spii- 
len. So ist beispielsweise an schwach oder nicht ver- 
schmutzten Bereichen ein Spulen nicht notwendig, hinge- 
25 gen soilte cin starkcrcs Spulen in Bereichen hohcrcr Bcla- 
stung erfolgen. 

Neben der Verhinderung der Partikelbildung weist das er- 
findungsgemafie Verfahren einen weitcren \brtcil auf. Bei 
CVD-Prozessen werden iibheherweise mehrere Reaktions- 
30 gase als Reaktionsgasgemisch in die ProzeBkammer einge- 
leitet und dort beispielsweise in einer oxidierenden Atmo- 
sphare verbrannt. Dabei konnen neben den gewiinschten 
Endprodukten eine Reihe von Zwischen- und Nebenproduk- 
ten entstehen, die sich ebenfalls an den Kammerwanden 
35 bzw. an der Cjasdispersionscinrichtung niederschlagen kon- 
nen. Dadurch enlstehen chemisch undefinierte Oberflachen, 
an denen unterschiedliche Absorptions- und Desorpuons- 
prozessc stattfinden, welchc zu ProzeBinstabilitaten fiihren 
konnen. Aufgrund des ublicherweise stark verminderten Ar- 
40 beitsdrucks und der damit deuUich erhohten freien Weg- 
lange der Gasmolekiile wirken sich die ProzeBinstabilitaten 
an den Kammerwanden unter Umstanden auch unmittelbar 
auf die Abscheidungsprozesse auf dem Substrat aus. 

Durch Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
45 lassen sich solche Instabilitaten vcrmciden, da das Entste- 
hen chemisch undefinierter Oberflachen in der ProzeBkam- 
mer weitestgehend ausgeschlossen wird. Deswegen fuhrt 
dieses Verfahren gcradc auch bei cmpfindlichen CVD-Rcak- 
tionen, beispielsweise bei der Abscheidung von Metalloxi- 
50 den, hervorragend zur ProzeBstabilisierung. Metallaxid- 
schichten werden insbesondere bei der Herstellung von 
hochintegrierten Speicherbausteinen als Kondensatordi- 
elektrikum mit hoher Dieleklrizitatskonstante bzw. mit fer- 
roelektrischen EigenschaAen verwendet. Hochdielekuika 
55 sind beispielsweise Barium-Strontium-Titanat (BST) und 
Tantaloxid (T^ s ). Ferroelektrische Metalloxide sind bei- 
spielsweise Slronlium-Bismut-Tantalat (SBT) sowie Blei- 
Zirkon-Titanat (PZT). Auch bei der Herstellung von supra- 
leitenden Oxiden, wie z. B. YB^a^O?, fuhrt die Anwen- 
60 dung des erfindungsgemaBen Verfahrens zu besseren Pn> 
zcBcrgebnisscn. 

Bei Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens ver- 
ringert sich der Wartungsaufwand fur die CVD-Reaktoren, 
deren Standzeil damit gleichzeitig verlangert wird. Da durch 
65 das kontinuierliche Spulen der Kammerwande auch ein Rei- 
nigen schwer zugangbcher Bereiche moglich ist, werden 
cvcntucll anfallendc Wartungsarbcilcn erkichtcrl. 

Bcsondcrs vorlcilhaft ist das Spiilcn der Kauiuicrwandc 
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und/oder der Gasdispersionseinrichtung durch wcilgehend 
gleichmafiiges Vcrteilcn des Spulgases auf den Kammer- 
wanden bzw. auf der Gasdispersionseinrichtung. Hierdurch 
werden beispielsweise Verwirbelungen vermieden. 

Bevorzugt wird ein wenig reak lives odcr inertes Spulgas 5 
verwendet. Ein solches bevorzugtes Spiilgas ist beispiels- 
weise Stickstoffgas (N2) oder Argon (Ar). Gunstig ist wei- 
terhin, daB Spulgas in Form cines im wesentlichen lamina- 
ren Stroms fiber die Kammerwande bzw. die Gasdispersi- 
onseinrichtung zu leiten. Laminare Strome vennindem ei- 10 
nerseits die Gefahr einer Wirbelbildung, andererseits ist 
durch diese ein effektiver Abtransport der Reaktionsgase 
und deren Folgeprodukte von den Kammerwanden bzw. der 
Gasdispersionseinrichtung m&glich. Bevorzugt sollte die 
Zufuhr des Spulgascs so eingestellt sein, daB in unmittelba- 15 
rer Nahe der freizuhaltenden Oberflachen ein UberschuB an 
Spiilgasen vorherrscht, der infolge standiger Zufuhr von 
neuem Spulgas Reaktionsgase oder deren Folgeprodukte 
von diesen Oberflachen fernhalt. 

Der zweite Teil der Erfindung wird durch einen CVD-Re- 20 
aklor mil einer ProzeBkammer, die Kammerwande, eine 
Gasdispersionseinrichtung zum Einleiten eines Reaktions- 
gases oder eines Reaktionsgasgemisches in die ProzeBkam- 
mer und einen Trager zum Halten eines zu prozessierenden 
Substrats aufweist, erfindungsgemafi dadurch gelost, daB im 25 
Bereich der Kammerwande eine Vielzahl von Spulgasdiisen 
zum Einleiten eines Spulgases in die ProzeBkammer ange- 
ordnet ist, wobci die Spulgasdiisen so ausgerichtet sind, daB 
zumindest einige der Bereiche der Kammerwande und/oder 
der Gasdispersionseinrichtung, die sich oberhalb der zu pro- 30 
zessierenden Oberflache des Substrats befinden, einer Zu- 
fuhr von Spiilgas unterliegen. 

Bei diesem CVD-Reaktor kann durch die Spulgasdiisen, 
die sich im Bereich bzw. in der Nahe der Kammerwande be- 
finden, ein Spulgas zum Spfilen der Kammerwande in die 35 
ProzeBkammer eingeleitet werden. Dadurch werden die 
Kammerwande insbesondere wahrend der eigentlicben 
CVD-Abschcidung, d. h. wahrend des Einleitens der Reak- 
tionsgase, standig mil sauberem Spiilgas gespult, so daB an 
den betrofTenen Kammerwanden eine Ablagerung von Re- 40 
aktionsgasen weitestgehend ausgesch lessen wird. 

Bevorzugt sind die Spulgasdiisen in den Kammerwanden 
angeordnct. Dabei kann die Abstrahlrichtung der Spulgas- 
diisen etwa senkrecht oder abwarts geneigt bezfiglich der 
Kammerwande ausgerichtet sein. Im cinfachstcn Fall wei- 45 
sen die Kammerwande eine Vielzahl von Offnungen auf, 
durch die hindurch Spulgas tritt. Sofern die Offnungen in 
den Kammerwanden abwarts geneigt sind, wird in varteil- 
hafterweise ein abwarts gerichteter laminarer Strom ange- 
trieben, der besonders efTektiv die Reaktionsgase von den 50 
Kammerwanden entfemt halt. AuBerdem kann dann auf das 
Anbringen von Spiilgasdiisen im unteren Bereich der Kam- 
merwande vcrzichtet werden, da der laminare Spiilstrom 
von oben koimnend auch die unteren Kammerwandbereiche 
fiberstreicht. 55 

Gunstig ist weiterhin, die Spiilgasdiisen gleichmaBig in 
den Kammerwanden bzw. in Abhangigkeit vom Belastungs- 
grad mit ProzeBriickstanden verleilt anzuordnen. Insbeson- 
dere beim Anordnen der Spiilgasdiisen in Abhangigkeit vom 
Belastungsgrad wird die Ablagerung von ProzeBgasen spiil- 60 
gassparend und effektiv vermieden. 

Eine weitere vorteilhafte Ausfuhrungsform des erhn- 
dungsgemaBen CVD-Reaktors ist dadurch gekennzeichnet, 
daB die Spulgasdusen im oberen Bereich der Kammer- 
wande, der sich oberhalb eines im CVD-Reaktor befindli- 65 
chen und zu prozessierenden Substrats crstreckt, angeordnet 
sind, tmrl die Abstrahlrichlung der Spiilgasdiisen etwa paral- 
lel vxi den KHmmerwanden Hiisgcrichtel is!. 



Weiterhin wird bevorzugt, die Spulgasdusen in einem 
Ring endang der Kammerwande zusammenzufassen. Dieser 
Ring kann beispielsweise Offnungen in unterschiedliche 
Richtungen aufweisen, so daB einerseits die senkrechten 
Kammerwande mit parallel zu diesen ausgerichleten Spfil- 
diisen bespult werden sowie auch oberhalb des Rings ange- 
ordnete Kammerwande dem Spulgas zuganglich sind. 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsfarm zeichnet sich 
dadurch aus, daB an der Gasm^persionseinrichtung zwi- 
schen den GaseinlaBdusen Spiilgasdiisen zum Einleiten ei- 
nes Spulgases angeordnet sind. 

Bei diesem CVD-Reaktor weist die Gasdispersionsein- 
richtung zwischen den GaseinlaBdusen, die zum Einleiten 
des Reaktionsgases vorgesehen sind, jeweils eine oder meh- 
rere Spulgasdiisen auf. Das durch diese Spulgasdusen strd- 
mende Spulgas verteilt sich gleichmaBig fiber die Oberfla- 
che der Gasdispersionseinrichtung, d. h. im wesentlichen 
fiber die untere Seite der Gasdispersionseinrichtung, die 
dem zu prozessierenden Substrat gegenuberliegt und die 
GaseinlaBdusen tragt, und verhindert dort das Ablagern von 
Reakdonsgasen. Dadurch wird gleichzeitig ein \ferstopfen 
der GaseinlaBdusen unterbunden. 

Bevorzugt ermoglichen die Spiilgasdiisen eine etwa 
gleichmaBige Verteilung des Spulgases fiber die Oberflache 
der Gasdispersionseinrichtung. Dies kann einerseits durch 
geeignete Dusenformen, beispielsweise durch nach auBen 
hin sich konisch offhende Dfisen, erreicht werden. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsfarm des CVD-Reaktors ist 
weiterhin dadurch gekennzeichnet, daB im Randbereich der 
Gasdispersionseinrichtung ein Ring angeordnet ist, in dem 
eine Vielzahl von Spiilgasdiisen zum Einleiten eines Spulga- 
ses vorgesehen ist, wobei die Abstrahlrichtung dieser Spiil- 
gasdiisen etwa parallel zu den Kammerwanden der ProzeB- 
kammer verlauft oder auf die Kammerwande gerichtet ist 

Der um die Gasdispersionseinrichtung herumgefuhrte 
Ring ist mit einer Vielzahl von Spulgasdusen versehen, 
durch die die Kammerwande mit einem Spiilgas angeblasen 
werden konncn. Der Ring kann cntweder fest mit der Gasdi- 
spersionseinrichtung verbunden oder von ihr getrennt und 
separat in der ProzeBkammer fixiert sein. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels erlautert und in Figuren schemadsch darge- 
stellt. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Ubersicht fiber einen erfindungsgemaBen 
CVD-Reaktor, 

Fig. 2 bis 4 verschiedene Ausfuhrungsbeispicle von Spiil- 
gasdiisen in den Kammerwanden, 

Fig. 5 cine Gasdispersionseinrichtung mit intcgriertcn 
Spiilgasdiisen und 

Fig. 6 eine Gasdispersionseinrichtung mit integriertem 
Spiilring in Draufsicht. 

Zunachst soil die FunkUonsweise eines CVD-Reaktors 
am Beispiel einer SBT-Abscheidung erlautert werden. Dazu 
wird auf Fig. 1 verwiesen. Der dort dargestellle CVD-Reak- 
tor 5 umfaBt cine ProzeBkammer 10, in die fiber einen 
Schleusenbereich 15 ein Substrat 20 eingebracht werden 
kann. Das eingebrachte Substrat 20, beispielsweise eine Si- 
liziumscheibe, liegt in der ProzeBkammer 10 auf einem Tra- 
ger 25 und wird auf diesen beispielsweise durch Unterdruck 
festgesaugt. Unterhalb des Tragers 25 befindet sich eine 
Hcizung 30 zum Tempcriercn des Tragers 25 und des Sub- 
strats 20. Bei der hier vorliegenden Ausfuhrungsform wird 
eine elektrische Heizung 30 mit Anschlfissen 35 verwendet. 
Gegenuber dem IVager 25 ist im oberen Bereich der ProzeB- 
kammer 10 eine Gasdispersionseinrichtung 40 angeordnet. 
Diese dient einerseits zum Vermischen von Reaktionsgasen 
mit oxidierenden Gascn sowic andererseits zum gleichmaBi- 
gen Verteiicn des cnlstandcncn Reaktionsgasgemisches in- 
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nerhalb dcr ProzeBkammer 10 und insbesondere in der Nahe 
des Substrats 20. 

Die Gasdispersionscinrichtung 40 weist zwei EinlaBofT- 
Dupgeo auf. Durch die erste EinlaBoflfnung 45 wird das so- 
genannte Prccursorgas dcr Gasdispersionscinrichtung 40 zu- 
gefuhrt Das Precursorgas enthalt bei einer SBT-Abschei- 
dung fiiichtige Strontium-, Bismut- und Tantalkomplexe, die 
bevorzugl p-Dikctonatc cnlbalten. Damit dieses Gcmisch 
gasfbrmig vorliegt, muB es zunacbst verdampft werden. 
Dazu sind die zunacbst fest vorliegenden Komplexe in ei- 
nem geeigneten Losungsmittel, beispielsweise in Oktan und 
Dekan, gelost und werden in einem sogenannten Flash ver- 
dampfer einer Verdampfung unterzogen und mit einem Tra- 
gergas (Ar) versetzL Das entstandene gasformige Gemisch 
gelangt nachfolgend zur Gasdispersionseinrichtung 40. In 
dieser wird das Gemisch mit einem Oxidationsgas aus Ar- 
gon und Sauerstoff versetzt. Sauerstoff wird zum Verbren- 
ncn dcr Komplexe benotigt, damit sicb auf der Oberflache 
50 des Substrats 20 eine Metallaxidschicht bilden kann. 

Das Vermiscben der gasformigen Komplexe mit dem 
Oxidationsgas findet innerhalb der Gasdispersionseinrich- 
tung 40 im Bereich der Verrnischungszone 55 start, die sich 
seitlich von sogenannten Trennplatten 60 befinden. Unter- 
halb der Verrnischungszone 55 liegen die GaseinlaBdlisen 
65, durch die hindurch das entstandene Rcaktionsgasge- 
miscb in die ProzeBkammer 10 gelangt. 

Seitlich der Gasdispersionseinrichtung 40 befindet sich 
im obcren Bereich der ProzeBkammer 10 cin umlaufcndcr 
Ring 70, der mit einer Vielzahl von Spiilgasdusen 75 verse- 
hen ist. Durcb diese hindurch wird ein inertes Spulgas, bei- 
spielsweise StickstofT, in die ProzeBkammer 10 eingeleitet, 
wobei die Spiilgasdusen 75 so ausgerichtet sind, daB sie die 
Kammerwande 80 der ProzeBkammer 10 anblasen. Dadurch 
wird von den Kammerwanden 80 das in die ProzeBkammer 
10 cingclcitete Rcaktionsgasgemisch fcrngchalten, so das 
sich dort keine ProzeBriickstande ablagern konnen. Im we- 
sentlichen werden die oberhalb des Substrats 20 liegenden 
Bereicbe 85 der Kammerwande 80 mit Spulgas versorgt. 
Das sind hauptsachlich die Bereiche, von denen aus die 
Oberflache 50 des Substrats 20 gesehen werden kann, bzw. 
die sich oberhalb des Substrats 20 befinden. Da der allge- 
meine Gasstrom innerhalb der ProzeBkammer 10 von oben 
nach unten gerichtet ist, ist das Anblasen dieser Bereiche 85 
ausreichend, urn die Gefahr einer Verunreinigung der Ober- 
flache 50 des Substrats 20 auszuschlieBen. Zusatzlich zu 
dem uber den Ring 70 eingeleiteten Spulgas wird auch Spul- 
gas durch Offnungen 90 unterhalb des TYagers 25 sowie Off- 
nungen 95 im Bereich des Schlcuscnbcrcichs 15 cingclcitct. 

Bei Abscheidung einer SBT-Schicht muB das Substrat 20 
auf Temperaturen zwischen 250°C und 650°Cerwarrat wer- 
den. Demgegeniiber liegt die Temperatur der Kammer- 
wande 80 sowie der Gasdispersionseinrichtung 40 bei einer 
Temperatur von etwa 200°C. Um auf diesen relauv kalten 
Oberflachen eine undefinierte Abscheidung zu verhindern 
wird konunuierhch wahrend des Einleitens des Reaktions- 
gasgemisches Spulgas auf die betreffenden Oberflachen ge- 
blasen. Durch Absaugrohre 100 mil groBem Querschnitt, die 
im unteren Bereich der ProzeBkammer 10 mit dieser in Ver- 
bindung stehen, werden die verbrauchten ProzeBgase sowie 
die an den Kammerwanden abfallenden SpUlgase abge- 
saugt Die in dcr Gasdispersionscinrichtung 40 integriertcn 
Spiilgasdusen 75 werden im Detail in spateren Figuren er- 
klart. 

Im folgenden werden verschiedene Ausfuhrungsfonnen 
der Spiilgasdiisen sowie deren Anordnung in den Kammer- 
wanden erklart. In Fig. 2 ist ein Ausschnitt einer Kammcr- 
wand 80 irn obcren Bereich cincr ProzeBkammer dargcstclll. 
Die Kammerwand 80 is! mil cincr Vielzahl von Spiilgasdu- 



sen 75 versehen, deren Abstrahlrichtung 105 senkrecht zu 
der Kammerwand 80 ausgerichtet ist. Die Kammerwand 80 
ist durch einen Mantel 110 umhullt, der zur Zufubrung des 
Spulgases dient Dazu befinden sich am Mantel 110 geeig- 
5 nete Rohrlcitungen 115. 

In Fig. 3 sind schrag zur Kammerwand 80 ausgerichtete 
Spulgasdiisen dargestellt. Deren Abstrahlrichtung 105 ist 
nach unten gerichtet, so daB das eingeleitete Spulgas von 
Anfang an einen nach unten gerichteten laminaren Gasstrom 
10 bildet. Bevorzugt sind die Spfilgasdiisen 75 in einem regel- 
maBigen Muster in der Kammerwand angeordnet Dies ist in 
dem in Fig. 4 dargestellten Kammerwandausschnitt gezeigt 
Die Anordnung der Spulgasdiisen 75 in der Gasdispersi- 
onseinrichtung 40 ist in Fig. 5 dargestellt. Im unteren Be- 

15 reich der Gasdispersionseinrichtung 40 befinden sich zwi- 
schen den GaseinlaBdlisen 65 die Spulgasdiisen 75. Diese 
sind in einem Flachkammersystem 120 untergebracht, das 
cine seitliche HnlaBoflnung 125 zur Zufubrung des Spulga- 
ses aufweist Das Flachkammersystem 120 wird von vielen 

20 Kanalen 130 durchsetzt, die eine Verbindung zwischen dem 
Innenraum 135 der Gasdispersionseinrichtung 40 und der 
ProzeBkammer 10 herstellen, jedoch gegenuber dem Flach- 
kammersystem 120 abgedichtet sind. Diese Kanale 130 ge- 
hen in ihrem, der ProzeBkammer 10 zugewandten Ende in 

25 die GaseinlaBdlisen 65 uber. Zwischen jeweils einer Gasein- 
laBdiise 65 befindet sich eine Spulgasduse 75, die durch eine 
einfache, zur ProzeBkammer 10 gewandten Offnung im 
Flachkammersystem 120 gebildet wird. Das aus den Spiil- 
gasdusen 75 stromende Spulgas verteilt sich zunachst relativ 

30 gleichmaBig fiber die Oberflache 140 der Gasdispersionsein- 
richtung 40. Im Bereich der GaseinlaBdlisen 65 wird es nun 
mit dem einstromendem Reaktionsgasgemiscb fortgespult 
Damit wird ein Oberstreichen der Oberflache 140 mit Reak- 
tionsgasen vermieden. 

35 Die zwei dimension ale Anordnung dcr Spiilgasdiisen so- 
wie der GaseinlaBdlisen ist in Fig. 6 dargestellt Beide Dii- 
senarten sind in einem gleichen, jedoch gegeneinander ver- 
setztcn Muster angeordnet. In Draufsicht auf die Gasdisper- 
sionseinrichtung 40 ist in ihrem Randbereich 145 weiterhin 

40 ein die Gasdispersionseinrichtung 40 umlaufender Ring 70 
mit integrierten Spulgasdiisen 75 zu erkennen. Diese dienen 
zum Anblasen der Kammerwande und zur Bildung eines 
gleichmaBigen und laminaren Stromes entlang der Kammer- 
wande. Sofem diese Spiilgasdusen 75 in ausreichendem 

45 MaBe um die Gasdispersionseinrichtung 40 verteilt sind und 
ein gleichmaBiges Bespulen der Kammerwande erreicht 
wird, kann auf die Spiilgasdiisen in den Kammerwanden 
vcrzichtct werden. Dcr Randbereich 145 erstreckt sich im 
wesentlichen seitlich der Gasdispersionseinrichtung 40 bis 

50 zu den Kammerwanden 80 der ProzeBkammer 10, so daB 
auch der in Fig. 1 dargestellte Ring 70 im Randbereich 145 
der Gasdispersionseinrichtung 40 liegt 
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Bezugszeichenliste 



5 CVD-Reaktor 
10 ProzeBkammer 
15 Schleusenbereich 
20 Substrat 
60 25 Trager 
30 Hcizung 

35 Anschliisse der Heizung 
40 Gasdispersionseinrichtung 
45 erste EinlaBoTTnung 
65 47 zweite EinlaBorTnung 
50 Oberflache des Substrats 
55 Verrnischungszone 
60 'I rcnnplattc 
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65 GaseinlaBdusen 
70 Ring 

75 Spulgasdusen 
80 Kammerwande 

85 Bereiche der Kammerwande 5 
90, 95 Ofmungen 
100 Absaugrohre 
105 Abslrahlrichtung 
110 Mantel 

115 Rohrleitungen 10 
120 Flachkammemsystem 
L25 EinlaBoffnung 
130 Kan ale 
135 Innenraum 

140 Oberflache der Gasdispersionseinrichtung 15 
145 Randbcreich der Gasdispersionseinrichtung 

Patcntanspriicbe 

1 . Verfahren zur Vermindening von Ablagerungen in 20 
einem CVD-Reaktor mit einer ProzeBkammer (10), die 
Kammerwande (80), eine Gasdispersionseinrichtung 
(40) zum Einleiten eines Reaklionsgases oder eines Re- 
aktionsgasgemisches in die ProzeBkammer (10) und ei- 
nen Tragcr (25) zum Halten eines zu prozessierenden 25 
Substrats (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dafi 
zumindest wahrend des Einleitens des Reaktionsgases 
oder des Reaktionsgasgemisches wenigstcns einige der 
Bereiche (85) der Kammerwande (80) und/oder der 
Gasdispersionseinrichtung (40) mit einem Spulgas ge- 30 
spult werden, die sich oberhalb der zu prozessierenden 
Oberflache (50) des Substrats (20) befinden, so daB in 
diesen Bereichen (85) eine Abscheidung von Reakti- 
onsgasen oder deren Folgeprodukten vermindert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekcnnzeich- 35 
net, daB das Spulen der Kammerwande (80) und/oder 
der Gasdispersionseinrichtung (40) durch weitgehend 
glcichmaBiges Vcrtcilcn des Spulgases auf den Kam- 
merwanden (80) bzw. auf der Gasdispersionseinrich- 
tung (40) erfolgt. 40 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein wenig reakuves oder inertes Spulgas 
verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB StickstofTgas (N 2 ) oder Argon (Ar) als Spulgas 45 
verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Spulgas in Form ei- 
nes Lrn wesenUichen laminaren Stroms uber die Kam- 
merwande (80) bzw. die Gasdispersionseinrichtung 50 
(40) gcleitet wird. 

6. CVD-Reaktor mit einer ProzeBkammer (10), die 
Kammerwande (80), eine Gasdispersionseinrichtung 
(40) zum Einleiten eines Reaku'onsgases oder eines Re- 
aktionsgasgemisches in die ProzeBkammer (10) und ei- 55 
nen Irager (25) zum Halten eines zu prozessierenden 
Substrats (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB 
im Bereich der Kammerwande (80) eine Vielzahl von 
Spulgasdiisen (75) zum Einleiten eines Spulgases in 
die ProzeBkammer (10) angeordnet ist, wobei die Spul- 60 
gasdusen (75) so ausgerichtct sind, daB zumindest ei- 
nige der Bereiche (85) der Kammerwande (80) und/ 
oder der Gasdispersionseinrichtung (40), die sich ober- 
halb der zu prozessierenden Oberflache (50) des Sub- 
strats (20) befinden, einer Zufuhr von Spulgas unteriie- 65 
gen. 

7. CVD-Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spulgasdusen (IS) in den Kammer- 



wanden (80) angeordnet sind. 

8. CVD-Reaktor nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Abstrahlrichtung (105) der Spulgas- 
diisen (75) etwa senkrecht oder abwarts geneigt bezUg- 
lich der Kammerwande (80) ausgerichtct isL 

9. CVD-Reaktor nacb Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spulgasdiisen (75) im oberen Bereich 
der Kammerwande (80), der sich oberhalb eines im 
CVD-Reaktor befindlichen und zu prozessierenden 
Substrats (20) erstreckt, angeordnet sind, und die Ab- 
strahlrichtung (105) der SpUlgasdusen (75) etwa paral- 
lel zu den Kammerwanden (80) ausgerichtet ist 

10. CVD-Reaktor nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spulgasdusen (75) in einem Ring (70) 
cntlang der Kammerwande (80) zusammengefaBt sind. 

11. CVD-Reaktor nach einem der Anspruche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB an der Gasdispersions- 
einrichtung (40) zwischen den GaseinlaBdusen (65) 
Spulgasdusen (75) zum Einleiten eines Spulgases an- 
geordnet sind. 

12. CVD-Reaktor nach einem der Anspriiche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Randbereich (145) der 
Gasdispersionseinrichtung (40) ein Ring (70) angeord- 
net ist, in dem eine Vielzahl von Spulgasdusen (75) 
zum Einleiten eines Spulgases vorgesehen ist, wobei 
die Abstrahlrichtung (105) dieser Spulgasdusen (75) 
etwa parallel zu den Kammerwanden (80) der ProzeB- 
kammer (10) verlauft oder auf die Kammerwande (80) 
gerichtet ist. 
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